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兵庫県立大学中型放射光施設ニュースバル（NS）の軟Ｘ線ビームライン BL10 は，主に極端紫外線

リソグラフィ（EUVL）に関する反射率測定に利用されているが，軟Ｘ線吸収分析にも適する分光特性

であるため，軟Ｘ線吸収分析の実現を目指して我々は BL10 の改良を進めてきた [1-3]。最近，軟Ｘ線吸

収分析装置（XAS）を開発し，図 1（上）に示すように従前の軟Ｘ線反射率装置(XRR)の上流に XAS装置

を導入した[4]。この軟Ｘ線吸収・反射率分析（XAS/XRR）システムを用いれば，軽元素材料の状態分析

のみならず薄膜試料の膜質評価もできることから，有機薄膜材料の評価に威力を発揮する。本研究では，

XAS/XRRシステムの有効性を示すため，有機半導体薄膜の化学状態と膜質評価を行った。 

試料は Si 基板上に約 100 nm の膜厚で真空蒸着させた[N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N'-diphenylbenzidin] 

(α-NPD)薄膜である。図 1(a)に示すように，まず XAS 装置を用いて全電子収量（TEY）法による C K 端

XANES の入射角依存測定し，この薄膜試料は配向性をもたないことを確認した。次に図 1(b)に示すよう

に，XRR装置を用いて 200〜600 eV領域の軟Ｘ

線反射率を測定した。入射角(θ)は約 5〜20°に

設定し，入射角に依存した干渉構造が観測され

た。この反射スペクトルをシミュレートした結果，

α-NPD薄膜の膜厚は 102.5 nmであると決定で

きた。これにより，BL10/NS の XAS/XRR システ

ムは軟Ｘ線吸収分析のみならず，薄膜試料の膜

質評価にも有効であることを示した。 
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